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Аннотация: Ҳозирги кунда ярим ўтказгич тузилмалардан турлича янги 

қўлланишлар учун ажойиб имкониятлар юзага келмоқда. Транзистор типидаги 

кучайтириш қурилмаларини бундай жабҳадан қараб чиқиш уларнинг ҳарорат, ёруғлик 

нурланиши, босим ва б. ларни қайд қилиши мумкинлигини кўрсатди. Ушбу мақолада 

диод ва транзистор тузилмаларнинг ҳарорат ва ёруғликка сезгирликнинг физикавий 

асослари бўйича, шунингдек уларнинг хоссаларини конструктив ва схемотехник 

ечимлар орқали бошқариш масалалари бўйича маълум ишлар кўриб чиқилади. 

Калит сўзлар: ярим ўтказгич тузилмалар, Транзистор типидаги кучайтириш 

қурилмаси, диод, транзистор, ёруғлик нурланиши. 

Ахборотнинг катта ҳажмини алоқа линиялари орқали узатиш ва қабул қилиш 

эҳтиёжининг ортиб бориши билан, фотоқабул қилгичларга ва фойдали сигналлари 

сифатли ўзгартириб берадиган бирламчи кириш каскадларига бўлган эҳтиёж ортиб 

боради. Майдоний транзисторларнинг биполяр транзисторларга қараганда 

қоронғулик токлари қисми бўйича қатор афзалликларга эга эканлигидан ва сиғим 

токининг йўқлигидан улар микро ва оптоэлектрон қурилмаларнинг кириш 

каскадларида қўлланила бошланяпти. Бу жабҳада фотоэлементлар ва бошқа 

фотоқабул қилгичларга қараганда паст қоронғилик токларига ва ички фотоэлектрик 

кучланишга эга бўлган майдоний фототранзисторлар ҳам қизиқиш уйғотади, улар 

кучайтиргичнинг кириш каскади кириш қаршилигини шунтламайди. Кучайтириш 

каскадининг кириш қаршилигига эга майдоний фототранзисторнинг чиқиш 

қаршилиги энг келишилган (мослаштирилган) ишончли ҳисобланади. Шунингдек, 

таркибий транзисторни яратиш йўли билан уларнинг кучайтириш хусусиятларини 

яхшиланиши ҳақида ҳам маълумотлар бор. Вариантларнинг биттасида биринчи 

транзисторнинг стоки иккинчи транзисторнинг стоки билан уланган, исток эса 

затворга [1] уланган. Биринчи транзистор оддий тескари силжишда ишлайди, 

иккинчиси эса тўғридан-тўғри силжиш режимида ишлайди. Шунинг учун паст 

токларни сақлаш учун  биринчи транзистор микрорежимда ишлаши керак. 

Транзисторларнинг бундай уланишида тўғри токнинг иккинчи транзисторнинг тўғри 

силжийдиган ўтиши орқали отриши, уни ишдан чиқариши мумкин. Бундан ташқари, 

таркибий транзисторни фототранзистор сифатида тадқиқ қилиш ҳақидаги 

маълумотлар адабиётларда мавжуд эмас. 

Сўнгги вақтларда майдоний транзисторлар микро ва оптоэлектрон 

қурилмаларнинг кириш каскадларида кенг қўлланилмоқда. Уларнинг турли 

қурилмаларда қўлланилиши юқори кириш қаршилиги ва ишчи нуқтани кенг 

бошқариш имконияти билан олдиндан аниқланади (предопределяется). 

Фототранзисторларнинг биринчи тадқиқотлари биполяр транзисторларда 
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бошланганига қарамасдан [2], майдоний транзисторлар асосида аҳамиятли ютуқларга 

эришилган. Масалан, [3] ишда биринчи марта майдоний фототриод деб аталган 

кадмий сульфиди асосидаги тузилма олинган, сўнгра [4] ишда галлий арсениди 

асосидаги Шоттки барьерига эга майдоний транзистордан тезкор фотоқабул қилгич 

сифатида фойдаланиш имконияти кўрсатилган. Майдоний транзисторлар фотоқабул 

қилгичлар каби, гарчи фототок қопланадиган бошқарувчи p-n- ўтишда пайдо бўлса 

ҳам, ички кучайтиришга эга. Ҳосил бўлган фототок, ҳажмий заряд қатламининг 

кенглигини ўзгартириб, каналнинг қалинлигини, канал бўйича оқаётган токнинг 

катта ўзгаришига олиб келиб модуллаштиради. Канал отсечкаси  ажратиш режимида 

n- каналли транзисторни иккита тескари уланган, ўзини резистор каби тутадиган 

тескари ток эквиваленти, оқиб ўтадиган n-p-n диодлар кўринишида тасаввур қилиш 

мумкин. 

Ҳосил бўлган n-p-n- тузилмани тагидан ёритилишида резисторга эквивалент 

бўлган (дифференциал ва динамик) қаршилик нурланиш интенсивлигига мос равишда 

камайиб боради. Худди шундай бирламчи фототокни кучайтириш эффектига эга икки 

(уч) берьерли фотодиод p-n-m тузилмани ҳам тасаввур қилиш мумкин. Уларда ёруғлик 

нурланиши ҳам тузилманинг дифференциал ва динамик қаршилигининг ўзгаришига 

олиб келади. 

Галлий арсениди асосидаги бошқарувчи p-n- ўтишли фотосезгир майдоний 

транзисторнинг биринчи намуналари тўғрисидаги маълумотлар ишда келтирилган. 

Кейинги тадқиқотларда юқори фотосезгирликни таъминлаш учун канал параметрини 

шундай танлаш керакки, бунда отсечка кучланиши затвор  p-n- ўтиши контакт 

потенциаллар фарқининг катталигига яқин бўлиши кераклиги аниқланди. Шунингдек 

майдоний транзисторларнинг фотоэлектрик характеристика-лари уларнинг уланиш 

режимига боғлиқлиги тадқиқ қилинди [5]. 

Биполяр транзисторларда кўрсатилганидек, қоронғилик токлари жуда катта 

бўлади ва зарядларнинг тўпланиш эффекти (инерционлик) кузатилади, бу эса кучсиз 

оптик сигналларни қабул қилиш учун уларни қўллаш имкониятини чеклайди. Шунинг 

учун улар нурланишнинг аналогли ва калитли қабул қилгичлари сифатида 

қўлланилади, чунки рақамли сигналларни узатиш учун юқори частотали 

транзисторлар талаб қилинади. 

Шу билан бирга оптик толалар ва оптик кучайтиргичларни тизимли 

такомиллаштирилиши ахборот сигналларини узатиш ва қабул қилиш тизимларида 

фойдаланиш учун яроқли бўлган  яхшиланган нурлатгичлар ва фотоқабул 

қилгичларни ишлаб чиқишни талаб қилади. Шу туфайли майдоний транзисторлар 

каби кичик қоронғилик токларига эга камшовқинли фотоқабул қилгич тузилмаларга 

бўлган қизиқиш ортди. 
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